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Abstract (en)
[origin: WO8201102A1] A power distribution network for an integrated circuit is fabricated together with the circuit on a silicon substrate (10). The
silicon substrate (10) is fabricated to form diffusion regions (50) as part of the active devices in the integrated circuit. A dielectric separation layer
(51) is fabricated over the surface of substrate (10). Above the region (50) there is fabricated a power distribution line (52) comprising a metallization
of aluminum or aluminum-alloy material. A passivation layer (54) is formed over the dielectric layer (51) and the conductor (52) but is opened above
the central region of the conductor (52). An adhesion and diffusion barrier layer (58) is fabricated over the conductor (52) and passivation layer
(54). Above the layer (58) there is fabricated a thick layer of metallization (60) in the form of a conductor strip configured similar to the underlying
conductor layer (52). The conductive layers (58, 60) are etched to have essentially the same width as the conductor line (52). The conductive layers
(58 and 60) can optionally be made to have a greater width than the underlying layer as is illustrated by the conducting layers (76, 78).

Abstract (fr)
Un reseau de distribution de puissance pour un circuit integre est fabrique avec le circuit sur un substrat de silicium (10). Le substrat de silicium (10)
est fabrique pour former des regions de diffusion (50) faisant partie des dispositifs actifs du circuit integre. Une couche de separation dielectrique
(51) est fabriquee sur la surface du substrat (10). Au-dessus de la region (50) une ligne de distribution de puissance (52) est prevue consistant
en une metallisation d'aluminium ou un materiau en alliage d'aluminium. Une couche de passivation (54) est formee sur la couche dielectrique
(51) et le conducteur (52) mais est ouverte au-dessus de la region centrale du conducteur (52). Une couche barriere d'adhesion et de diffusion
(58) est fabriquee sur le conducteur (52) et sur la couche de passivation (54). Au-dessus de la couche (58) on depose une couche epaisse de
metallisation (60) sous la forme d'une bande conductrice ayant une configuration semblable a celle de la couche conductrice sous-jacente (52). Les
couches conductrices (58, 60) sont attaquees chimiquement pour avoir essentiellement la meme largeur que la ligne conductrice (52). Les couches
conductrices (58 et60) peuvent eventuellement avoir une largeur plus grande que la couche sous-jacente comme cela est illustre par les couches
conductrices (76 78).
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